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Тема дисертації:
1. Високоефективні імпульсні нітрид – галієві енергоперетворювачі рухомих безпілотних радіосистем

2. High-efficiency switch-mode GaN energy converters for mobile unmanned radio systems.

Реферат:
1. Дисертація присвячена розробці, комплексній оптимізації та впровадженню сучасних
енергоперетворювачів на базі широкозонних напівпровідників (GaN, SiC) для живлення радіоелектронного
обладнання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та наземних автономних платформ (БПА). Автором
теоретично та експериментально обґрунтовані переваги GaN та SiC-приладів порівняно з традиційними
кремнієвими пристроями, зокрема їх вищу енергоефективність, здатність стабільно працювати за широкого
діапазону температур, при вищій частоті комутації , допустимі напрузі та струмі. Виявлено аналітичні
залежності, що дозволили обґрунтувати вибір широкозонних напівпровідників, як оптимальну основу для
розглянутих високочастотних імпульсних систем енергоперетворення. У роботі запропоновано комплексну
методику аналізу та оптимізації параметрів високочастотних імпульсних енергоперетворювачів на основі
широкозонних напівпровідників, що включає розробку теоретичних та комп’ютерних моделей



(MATLAB/SIMULINK, SPICE), які враховують статичні та динамічні паразитні явища, температурні ефекти,
перехідні процеси та втрати в умовах роботи у бортовому обладнанні БПЛА/БПА. Окрему увагу приділено
цифровим методам керування на базі адаптивних компенсаторів зворотного зв'язку, які забезпечують
стабільність вихідних параметрів, нечутливість до змін навантаження й зовнішніх умов. Практичні
випробування підтвердили високу ефективність запропонованих рішень: завдяки впровадженню отриманих
наукових результатів досягнуто зниження показників маси, зменшення об’єму та пульсації вихідної напруги
зразка порівняно із існуючими аналогами. Підвищення ККД та зменшення масогабаритних характеристик
забезпечило значне зростання дальності дії тестового зразка БПЛА. Розроблені енергоперетворювачі
успішно пройшли експлуатаційні випробування на реальних повітряних і наземних платформах,
демонструючи підвищену енергоефективність, компактність і адаптивність до складних умов експлуатації.
Отримані результати створюють підґрунтя для подальших теоретичних і практичних досліджень у сфері
високоефективних енергоперетворювальних системах на основі широкозонних напівпровідників.

2. The dissertation focuses on the development, comprehensive optimization, and practical implementation of
advanced energy converters based on wide-bandgap semiconductors (GaN and SiC) for powering radio-electronic
equipment in unmanned aerial vehicles (UAVs) and ground-based unmanned autonomous platforms (UAPs). The
author theoretically and experimentally validates the advantages of GaN and SiC devices over conventional silicon
counterparts, emphasizing higher energy efficiency, stable performance across a broader temperature range,
higher switching frequencies, and superior voltage and current tolerances. Analytical relationships are established,
providing robust justification for selecting wide-bandgap semiconductors as the optimal foundation for high-
frequency switch-mode power conversion systems. The research proposes a comprehensive methodology for
analyzing and optimizing parameters of high-frequency switch-mode power converters utilizing wide-bandgap
semiconductors. This includes developing theoretical and computational models (using MATLAB/Simulink and
SPICE) that incorporate static and dynamic parasitic effects, temperature influences, transient processes, and
operational conditions specific to UAV and UAP onboard systems. Particular emphasis is given to digital control
techniques employing adaptive, digital-filter-based feedback compensators, ensuring stability and consistent
output performance regardless of load variations or external environmental conditions. Experimental testing has
confirmed the effectiveness of the developed solutions. Implementing these scientific advancements resulted in
reduced weight, minimized volume, and decreased output voltage ripple compared to existing analogues. These
improvements significantly improved the efficiency and operational range of the tested UAV prototypes. The
developed energy converters successfully completed operational testing on actual UAVs and ground-based UAP
platforms, demonstrating increased energy efficiency, compactness, and resilience in challenging operational
environments. The findings form a solid foundation for future theoretical and applied research into highly efficient
power conversion systems based on wide-bandgap semiconductor technologies.
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